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Анотація. Досліджено напівпровідниковий матеріал такого складу: [Cu3Dy(AA)5(OCH3)4CH3OH], де 

HAA = H3C–C(O)–CH2–C(O)–CH3. Вимірювання електропровідності отриманого матеріалу проводили в 

спресованому вигляді. В інтервалі температур 30 – 140 С питомий опір пресованого зразка зменшується 

від 9∙10
8 

до 700 Ом∙м, це підтверджує, що виділена сполука є напівпровідником, з шириною забороненої 

зони 1,38еВ. Досліджено електропровідні властивості комплексної сполуки, як термочутливого елементу, 

для цього використовували експериментальний зразок з геометричними розмірами 1·10
-3 

м×0,5·10
-3 

м×0,5·10
-3 

м. 

Ключові слова: температура, концентрація, напівпровідник, комплексна  сполука, електропровідні 

властивості. 

 

Вступ 

 

Сучасне виробництво потребує удосконалення існуючих та розробки нових засобів 

управління технологічним процесами. В наш час для вирішення різних технічних задач в 

автоматиці, телемеханіці, термометрії, електроніці, електротехніці, телефонії широко 

застосовують композитні напівпровідникові матеріали [1-3]. Серед них чільне місце посідають 

напівпровідникові терморезистори. Їх перевагою є висока температурна чутливість, 

стабільність характеристик у часі, малі габарити і майже повна відсутність спеціального 

догляду при експлуатації. 

Тому, актуальним є пошук нових матеріалів, дослідження природи їх електропровідності, 

що дозволить на їх основі розробляти елементи з високою чутливістю до змін температури. 

Серед таких сполук особливий інтерес викликають гетерометалічні алкоксокомплекси, що в 

якості ліганда містять β-дикетон, які володіють напівпровідниковими властивостями [4]. 

 

Теоретичні та експериментальні та дослідження 

Метою даної роботи є дослідження зміни елетричних параметрів (купрум, диспрозій)вмісної 

гетерометалічної комплексної сполуки при дії на них температури 

Встановлено, що досліджувана сполука (І) відповідає такому складу 

[Cu3Dy(AA)5(OCH3)4CH3OH], де HAA = H3C–C(O)–CH2–C(O)–CH3  і має назву – тетракіс-µ3-

(метоксо)(метанол)-пентакіс(ацетилацетонато) (трику-прум(ІІ), диспрозій(ІІІ)) (І) [4].  



Експеримент показав, що в інтервалі температур 30 – 140 С питомий опір пресованого 

зразка досліджуваного матеріалу сполуки (І) зменшується від 9∙10
8 

до 7∙10
2
 Ом∙м, тобто 

виділена сполука є напівпровідником. На основі цих розрахунків було розраховано ширину 

забороненої зони 
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де  ΔΕ – ширина забороненої зони комплексної сполуки [Cu3Dy(AA)5(OCH3)4CH3OH] (І)   (І); ḱ - 

стала Больцмана; Т – абсолютна температура; σ – питома провідність матеріалу. 

Знаючи ширину забороненої зони комплексної сполуки та на основі проведених 

досліджень, було отримано залежність питомої провідності від температури в межах 0-220 
0
С 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Залежність питомої провідності напівпровідникового матеріалу від температури 

З графіка на рисунку 1 видно, що питома провідність досліджуваної структури зростає від 

3,3·10
-12

 (Ом·м)
-1

 до 0,76 (Ом·м)
-1

 при підвищенні температури від 273 К до значення 493 К. 

Залежность опору комплексної сполуки від температури подано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Залежність опору матеріалу, з геометричними  

розмірами зразка 1·10-3 м×0,5·10-3 м×0,5·10-3 м,  від температури 

Як видно з рисунка 2, опір зразка стрімко падає: так при температурі 273 К він рівний 

1,2·10
15 
Ом, при 303 К – 3,63·10

12
 Ом, тоді як  при 493 К – 5257,9 Ом. Це говорить про те, що даний 

матеріал можна використовувати для створення термочутливих резисторів. 

 



Висновки 

 

Досліджено залежність електрофізичних параметрі нової синтезованої комплекної сполуки 

тетракіс-µ3-(метоксо)(метанол)-пентакіс(ацетила-цетонато) (трикупрум(ІІ), диспрозій(ІІІ)). 

Дослідження електропровідних властивостей синтезованої комплекної сполуки в інтервалі 

температур 0 
0
С – 220 

0
С, у спресованому вигляді, показало, що при збільшені температури його 

питомий опір різко зменшується від  3,01 10
13 

Ом·см до 131 Ом·см, з шириною забороненої зони 

1,38 еВ.  

Концентрація  носіїв заряду зростає з 2,09·10
14 

м
-3
 при 273 К  до 4,8·10

25 
м

-3
 при 493 К; значення 

густини струму змінюється від 3,31·10
-8 

А/м
2 

до 7607,57 А/м
2
, при зміні температури від 273 К до 

493 К; опір зразка при температурі 273 К рівний 1,2·10
15 

Ом, при 303 К – 3,63·10
12

 Ом, тоді як  при 

493 К – 5257,9 Ом. 
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DEPENDENCE OF ELECTRICAL PARAMETERS OF 

HETEROMETALLIC ALKOXO COMPLEX ON TEMPERATURE 
 

Abstract. A semiconductor material with the following composition was studied: 

[Cu3Dy(AA)5(OCH3)4CH3OH], where HAA = H3C–C(O)–CH2–C(O)–CH3. The electrical conductivity of the 

obtained material was measured in compressed form. In the temperature range of 30 – 140 C, the resistivity of 

the pressed sample decreases from 9∙10
8
 to 700 Ω∙m, which confirms that the selected compound is a 

semiconductor with a band gap of 1.38eV. The conductive properties of the complex compound as a heat-

sensitive element were investigated, for this purpose an experimental sample with geometric dimensions of  

1·10
-3

 m×0.5·10
-3

 m×0.5·10
-3

 m was used. 

Key words: temperature, concentration, semiconductor, complex compound, conductive properties. 
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